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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS DISCRETS A SEMICONDUCTEURS -

Partie 8-4: Transistors a semiconducteurs a oxyde métallique a effet de
champ (MOSFET) pour les applications de commutation de puissance

AVANT-PROPOS

1) La fommission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation mordiale Alisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natiopalix de la § y La CEIl a
pour| objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions j isatl ans les
domapines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autreg hité kli es|Normes
interhationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifi bles au
publlc (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"Y: 2| ak te a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé gar le ité szarticiper. Les
orgahisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales a , pgrticipent
égalgment aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisati Normallsatlc n (ISO),
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les flécisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions { Rré , mesure
du ppssible, un accord international sur les sujets étudiés, € 2V es_Conpités nationaux injéressés
sont|représentés dans chaque comité d’études.

3) Les tions>internationales et sont [agréées
com bfes sont entrepris afin que la CEl
s'ass e peut pas étre tenue resgonsable
de I' quelconque utilisateur final.

4) Dan nationaux de la CEl s'engagent a appliquer de
faco ernationales de la CEIl dans leurs| normes
natid Pdblications de la CEl et toutes publications
natid diguées en termes clairs dans ces derniéres

5) La ant indication d’approbation et n'engage|pas sa
resp

6) Tous Sont en possession de la derniere édition de cette publicatipn.

7) Aucl a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiligires ou
man jers et les membres de ses comités d'études et des |Comités
natid taut pxéjudice salfsé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tqut autre
dom directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris [les frais
de jd g€’ la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEl ou de
toute au crédit qui lui est accordé

8) L'attentj r les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
réféned atoire pour une application correcte de la présente publication

9) L’att fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvpnt faire
I’obj propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
resp voir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Nofme”internationale CEl 60747-8-4 a été établie par le sous-comité 47E: Dispositifs

discrets a semiconducteurs, du comité d'études 47 de la CEl: Dispositifs a semiconducteurs.

Le texte de la présente norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
47E/259/FDIS 47E/266/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti

a l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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DISCRETE SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 8-4: Metal-oxide-semiconductor field-effect transistors (MOSFETSs)

for power switching applications

FOREWORD

1) The |nternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for,
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of
co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and el
addifion to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Speci

Publfcly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred

preppration is entrusted to technical committees; any IEC National Commiftee inte
may |participate in this preparatory work. Internatlonal governmental apd noR govern

with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates clg
Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by ag

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matt
congensus of opinion on the relevant subjects since eac

interpsted IEC National Committees.

3) IEC |Publications have the form of recom

Comjmittees in that sense. While all reas&nabl

Publjcations is accurate,
misipterpretation by any end user.

4) In ofder to promote international uniformify, IEC_NatiogalkComnittees undertake to apply IEC Pub|

trangparently to the maximum extent pOSSIbl
any |EC Publication and the gorcesponeing n

5) IEC provides no marking proce (
declared to be in conformity with an |1E

6) All upers should ensure(that
7) No Ifability shal
menlbers of its tesbhiica
othe 3

arisipg out of the p
8) Atte

9) Atte
rightfs

Interngtiona

semicqgnductordevices, of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

The tekt'of this standard is based on the following documents:

mprising
national
dandin
Reports,

1). Their

ealt with
liaising

ization for
izations.

national
from all

National
t of IEC
for any

ications
between
e latter.

uipment

erts and
mage or
Xxpenses

P.

btions is

bf patent

iscrete

FDIS

Report on voting

47E/259/FDIS

47E/266/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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La présente norme doit étre lue conjointement a la CEl 60747-1, ou I'utilisateur trouvera

toutes les informations de base sur

— la terminologie (Chapitre Il);
— les symboles littéraux (Chapitre I1);

les valeurs limites et caractéristiques essentielles (Chapitre 1l);

la réception et la fiabilité (Chapitre V).

les méthodes de mesurage (y compris les vérifications des valeurs limites) (Chapitre 1V);

La CE] 60747 comprend les parties suivantes, regroupées sous le ti

discrels a semiconducteurs:
Partie [1: Généralités
Partie P: Diodes de redressement
Partie B: Signal (y compris commutation) et diodes régulatrj
Partie @: Dispositifs a micro-ondes

Partie p: Thyristors

Partie |7: Transistors bipolaires

1

D

3

1

Partie pb: Dispositifs optoélectroniques
b

7

Partie B: Transistors a effet de champ
Partie P:
Partie [10:
Partie [11:
Partie [12:
Partie 13: —
Partie [14:

Partie 15: Di it ict urs’de puissance isolés

Partie 16: Di ifs\nte 3 g-ondes.

sitl rets et les circuits intégrés
les dispasitifs discrets

¢ contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la @

jspositifs

ate de

maintejnance |iqu sur le site web de la CEIl sous «http://webstore.iec.ch» dans les

donnégs relatives ald publication recherchée. A cette date, la publication sera

* recpnddite;

* supprimée;
* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.
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This standard is to be read in conjunction with IEC 60747-1 where the user will find all basic

information on

— terminology (Chapter II);

— letter symbols (Chapter II);

— essential ratings and characteristics (Chapter Ill);

— measuring methods (including verification of ratings) (Chapter 1V);
— acceptance and reliability (Chapter V).

IEC 6(*)747 consists of the following parts, under the general title Dis¢rete
devicep:

Part 1:{General

Part 2:| Rectifier diodes
Part 3:[ Signal (including switching) and regulator diodes
Part 4] Microwave devices
Part 5[ Optoelectronic devices
Part 6: Thyristors

Part 7: Bipolar transistors
Part 8: Field-effect transistors

Part 9: Insulated-gate bipolar transistors B

Part 1( te devices'e egrated circuits
Part 11 ; t

Part 12 onic d

Part 13: —
Part 14
Part 14

related to the-sp publication. At this date, the publication will be

* recpnfirmed;

micor

* withdrawn;
» replaced by a revised edition, or
*+ amended.

ductor

that the contents of this publication will remain unchanged u'LntiI the
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DISPOSITIFS DISCRETS A SEMICONDUCTEURS -

Partie 8-4: Transistors a semiconducteurs a oxyde métallique a

a effet de

champ (MOSFET) pour les applications de commutation de puissance

1 Domaine d’application

transistors a semiconducteurs a oxyde meétallique a effet de champ (MOSKET) av

diodes|inverses.

— Type a appauvrissement, type B (normalement a I'état passant):
— Type a enrichissement, type C (normalement a I’état bloquéy

NOTE 1| Pour certaines applications, les MOSFET peuvent ne pas avoip/de

se dans

la fiche|technique. Des configurations spéciales d'élément de circui inefNa diode sont en qours de
développement pour de telles applications. Les applications des—h S e_des équipemlents de

commarnde de moteur nécessitent d'indiquer les caractéristiques
diode inyerse comme diode de roue libre.

tiliser la

NOTE 2| Le MOSFET est classé comme une sorte de tra dans la
CEI 60747-8.

NOTE 3| Seul le symbole graphique pour le edalement
pour la fnesure des dispositifs de type B.

2 Références normatives

Les dpcuments de ré résent
documgent. Pour les refé drences
non ddtées, la depniere 3 3GUR de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEl 60
Partie

CEl 60
Partie P,

CEI 60

3 Tdrmes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1 Termes généraux

Les termes généraux pour les MOSFET sont définis en 4.2 de la CEIl 60747-8.

3.2 Circuit équivalent

Les MOSFET contiennent généralement (voir NOTE 1 de I'Article 1) une diode intrinséque
inverse ou une diode en paralléle avec le MOSFET proprement dit. La Figure 1 représente le
circuit équivalent d'un dispositif a canal N. Les polarités sont inversées pour les dispositifs a

canal P. La diode n'est pas représentée dans le symbole graphique habituel.
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DISCRETE SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 8-4: Metal-oxide-semiconductor field-effect transistors (MOSFETS)
for power switching applications

1 Scope

This p3 ductor

field-e1fect tranS|stors (MOSFETs) W|th inverse dlodes

— Type B depletion (normally on) type.
— Type C enhancement (normally off) type.

NOTE 1| MOSFETs for some applications may not have inverse diode charctens -\ Y a | Special
circuit element structures to eliminate body diode are under development $6r i P ications
such as |motor control equipment need to specify the inverse diode charas in-tk inverse
diode aq a free wheeling diode.

NOTE 2

NOTE 3
B devicqgs.

t of type

2 Nor

The fo nt. For
dated 1 i ‘ \dated references, the latest edition of the
referer A \

IEC 60 Part 1:
Gener

IEC 60 Part 2:
Rectifie

IEC 60

3 Ter

For the pUrposes of this document, the following terms and definitions apply.

3.1 General terms
General terms for MOSFETs are defined in 4.2 of IEC 60747-8.

3.2 Equivalent circuit

MOSFETs generally (see NOTE 1 in Clause 1) contain an intrinsic inverse or body diode in
parallel with the MOSFET itself. Figure 1 shows the equivalent circuit of an N-channel device.
Polarities are reversed for P-channel devices. The diode is not shown in the normal graphical
symbol.
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IEC 1431/04

Figure 1 — Circuit équivalent d’'un MOSFET avec diode inverse

3.3 [Fermes relatifs aux valeurs limites et aux caractéristiques

3.3.1
taux dfaugmentation de tension a I'état bloqué
dv/dt
taux dlaugmentation de la tension drain-source, éta
recouvrement inverse de diode inverse

ant la péri

O

3.3.2
zone de fonctionnement en sécurité.en
RBSO

peut étre mis a I'état bloqué de fagon repétiti
défaillance %
3.3.3
zone de fonctionneme
SCSOrf«

courant de drain
étre a |'état passant

3.3.4

énergie d’avala

Ea

capacifé. d'énergiextiavalanche a I'état bloqué

3.3.5
énergie d’avalanc

Ear

g répétitive (pour les dispositifs a avalanche)

bde de

DSFET
e sans

T peut

capacite d'energie d'avalanche repetitive a I etat bloque

3.3.6

énergie d’avalanche non répétitive (pour les dispositifs a avalanche)

Eps

capacité d'énergie d'avalanche non répétitive a I’état bloqué (impulsion unique)

3.3.7
courant de fuite de drain

Ibs _
courant de drain a I’état bloqué
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IEC 1131/04

Figure 1 — Equivalent circuit of MOSFET with inv

3.3 Terms related to ratings and characteristics

3.3.1
rate of rise of off-state voltage
dv/dt
rate off rise of drain-source off-state voltage induced ¢
inversg¢ diode

3.3.2
reversle-bias safe operating area
RBSOA

drain qurrent versus drain-source voltage (egion i
repetitjvely with clamped jrductive heut Yailure

diode

overy period

h the MOSFET is able to tur

3.3.3

short-circuit safe ope ake

SCSOR <>

drain dqurrent ver ) ¢ in which the MOSFET is able to turn on and

repetitijvely withou

3.3.4
avalanche €
Ea
avalanche_ene ility during turn-off period

3.3.5
repetifive avalanch
Ear

energy (for avalanche devices)

of the

hed-off

bff non

repetitive avalanche energy capability during turn-off period

3.3.6
non-repetitive avalanche energy (for avalanche devices)

Eps
non-repetitive avalanche capability during turn-off period (single pulse)

3.3.7
drain leakage current

Ips
drain current in the off-state
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3.3.8
tension de claquage, drain-source

V(er)DS . o ,
tension de claquage drain-source a I'état bloqué

3.3.9

capacité d'entrée (en court-circuit)
Ciss

voir 4.3.6.1 de la CEI 60747-8

3.3.10
capacité de sortie (en court-circuit)

COSS

voir 4.8.6.2 de la CEI 60747-8

3.3.11
capacité de transfert inverse (en court-circuit)
CI'SS
voir 4.8.6.3 de la CEI 60747-8

3.3.12
résistance de grille interne
r
rgsistance de grille interne, en court-&{rcuit (vQ

3.3.13
temps|de commutation

ta(on) ffr td(orr) €t
la for

courant de drain (voir |

3.3.14

énergie a I’état passz
Eon .
valeur|de l'intégréls nilpa

est le

I’état passan

3.3.15
énergie a I’
EOff . r . . . by
valeur [de Kintégrale”“du produit de la tension drain-source Vpg et du courant de drajn /Iy a

Iétat blogiié décrite par 'équation de F .= [B; «.
' ! ' 4l "tz U MILIS)

xd¢ (voir la Figure 2)

Vbs

Vbs 10 %

\ 4

0(A), O(V)

IEC  1132/04

Figure 2 — Temps pour I’énergie a I’état passant E,, et I’énergie a I’état bloqué E
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3.3.8

breakdown voltage, drain to source
V(BR)DS

drain-source breakdown voltage in the off-state
3.3.9

(short-circuit) input capacitance

Ciss

see 4.3.6.1 in IEC 60747-8

3.3.10

(shortfcircuit) output capacitance

COSS

see 4.3.6.2 in IEC 60747-8

3.3.11

(shorticircuit) reverse transfer capacitance
CI'SS

see 4.3.6.3 in IEC 60747-8

3.3.12

internal gate resistance

r

s?wort-circuit internal gate resistance (see
3.3.13

switching times

ta(on): ffrs La(ofr)y and &

input
IEC 60

3.3.14
turn-o
Eon
value

turn-on

3.3.15
turn-o

Eost
value

aveform is the gat
747-1)

h energy@

descrithed"as the equation of F .= [B; «. v 4: (see Figure 2)
L] UIT v Ub AN AY 7 7

pf the integralvof drain-source voltage Vpg multiplied by drain current Iy during {

nt (see

during

urn-off

Jt, P

Vbs

4 tVbs . 10%
0(A), O(V) —> ¢

0 t1 tr it3

IEC  1132/04

Figure 2 — Integral times for the turn-on energy E;, and turn-off energy E
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3.3.16

charges de grille
3.3.16.1

charge de grille totale
Qg

charge qui est nécessaire pour élever la tension grille-source de zéro a une valeur spécifiée
et qui est calculée par I’équation ci-dessous (voir la Figure 3)

t4.
Qs = j oiee(t)dt

3.3.1642
charge de grille de seuil

Qgs(th) . , . . ,
chargeg nécessaire pour élever la tension grille-source de zéro s calcylte par
I’équatfion ci-dessous (voir la Figure 3)

.
Qasth] = LO’GG(I‘)dt

3.3.16]3

charge de grille de plateau
Qes(pl) . ] _
chargg nécessaire pour élever la tensio

d la tension de plateau |Vgg(p))
et calculée par I'équation ci-dessous (voi

t2.
Qas(pl) = J.IO’GG (t)dt

3.3.16/4
charge de drai

Qgp
différe
Cqp et

harger

Qcp =
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3.3.16
gate charges

3.3.16.1
total gate charge
Qg

charge that is required to raise the gate-source voltage from zero to a specified value and

calculated by the following equation (see Figure 3)

t4.
Qs = j oiee(t)dt

3.3.1642
threshold gate charge

Qgsqth . _
chargd required to raise gate-source from zero to Vggh) and ¢

equation (see Figure 3)
Q = j U aa (bt
GS(th) = J,,'cG

3.3.16]3
plateap gate charge
Qesp) .
chargg required to raise gate-source volta
by the [following equation (see Figure 3

t2.
Qaspl) = J.IO’GG (t)dt

3.3.16/4
gate drain charg
Qgp

charge
calculsg

difference be
f ee Figure 3)

Qcp =

tedy b

th

Qfople voltage Vgg(p)yand cal

end of plateau region, required to charge up C

lowing

culated

5D and
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i
lfele] GG Qg charge de grille totale
“es Q charge de grillle de seuil
Qas(ply GSi(th)
QGsith) Qs . Qgs(pl) charge de grille de plateau
0 >
Durée pour Q~ o t Qgp charge de grille drain
Duree pour Qgs(pl) Durée pour Qg
Durée pour Qzg th) g "
VGs
VGSs
VGs th)
0|
4
Vps
0 A
fo t
IEC 113304

NOTE Les intervalles de sN\indiqué i terminées par une fleche sont des intervalles pour
calculer|les charges ?:gril e
3.3.17
charge¢ de capaci
Qoss g
charge A |'état
passar
3.3.18
tension de-plateau grille-source
VGs(pl

tension a I'état passant, ou Vg est relativement constante (Plateau de Miller) et pendant
laquelle Cgp est chargée

NOTE Voir la Figure 3.

3.3.19
tension inverse drain-source

Vbsr
tension a travers le MOSFET résultant de la circulation du courant dans le sens inverse

3.3.20
courant de recouvrement direct du MOSFET

ler
courant de recouvrement du MOSFET résultant de la circulation du courant dans le sens inverse
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lele)

lfele) Qg total gate charge
QGS(pI) “es QGS(th) threshold gate charge
o QGsith) Qs > Qgs(ply Plateau gate charge
Time for Qn > t Qgp gate-drain charge

Time for Qgg(pi  Time for Qgp

< »

Time?for Qags th)

<«

VGs

IEC 113304

NOTE

3.3.17
output

Qoss
charge

rn-off

3.3.18
gate-spurce plateau'voltage

Ves(pl
voltégj during turn-on, where Vg is relatively constant (Miller-Plateau) and during which{Cgp is

charged

NOTE See Figure 3.

3.3.19
drain-source reverse voltage

Vbsr
voltage across the MOSFET which results from the flow of current in the reverse direction

3.3.20
MOSFET forward recovery current

Ier
recovery current of the MOSFET which results from the flow of current in the reverse direction
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3.3.21
temps

tfr

— 22 —

de recouvrement direct du MOSFET

60747-8-4 O CEI:2004

temps de recouvrement du MOSFET résultant de la circulation du courant dans le sens inverse

3.3.22

charge de recouvrement direct du MOSFET

Q¢

charge de recouvrement du MOSFET résultant de la circulation du courant dans le sens inverse

3.4 Termes conventionnels utilisés
Tableau 1 — Termes relatifs aux MOSFET dans la présente no rmes
conventionnels utilisés pour la diode inverse intégrée da s
o Symbole Termes conventionne ut| Sespo $ymbole
Termes normalisés L diode inverse, av c Iet s
littéral I littéral
oqué
Tension|inverse drain-source Vbsr Tension dlrect@e\ij\}ig rNe\se VE
Courant|de recouvrement direct du Ier Couran me\t\\{nv Wode Idr
MOSFET inverse
Courant|de créte de recouvrement direct | Icgy Courant de créte de regouvr nt inverse de | Idy
du MOSFET digde\(n
Temps de recouvrement direct du i Te}n de p OU\\r{erln nverse de diode t
MOSFET Wers
Charge fe recouvrement direct du Qs arge.denecouvrement inverse de diode Q
MOSFET invags
N
Courant|de drain inverse JBK \ \ }}Qurekn\dl ct de diode inverse /g
Courant|de créte de drain inve|§e\ \( IprRM \C{)urMe créte direct de diode inverse e
4 Sy mboles@ 3 @
Les sy i€té r les MOSFET sont définis aux Articles 2, 3 et 4,
Chapit t e 4 4.3 de la CEI 60747-8. Les symboles littéraux sgéciaux
relatifs bdonnés en 4.3 de la CEI 60747-2
41 enjaires généraux
En plu e djndices généraux recommandés donnés en 2.2.1 du Chapitre \f de la
CEI 6(747-1) les indices suivants ont été introduits récemment dans la présente norme
O ——<trarge parumrcircuitouvert
S chargé par un court-circuit
R chargé par une résistance
X avec une tension grille-source spécifiée
pl plateau
th  seuil.

NOTE

X est défini en 4.1.2 de la CEI 60747-7.
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3.3.21
MOSFET forward recovery time

tfr

recovery time of the MOSFET which results from the flow of current in the reverse direction

3.3.22
MOSFET forward recovery charge

Q¢

recovery charge of the MOSFET which results from the flow of current in the reverse direction

3.4 Conventional used terms

TLbIe 1 — Terms for MOSFET in this standard and the conventional us
for the inverse diode integrated in the MOSF

term

A\ (\
Standard terms Letter Conventionally used terms for yer Nez/ Letter
symbol with MO in\off-sta symbol

Drain-squrce reverse voltage Vbsr Inverse diode foy@r}\voltaM \ \/ VE
MOSFET forward recovery current IR Inverse diode éskerwom”e}ﬁ Irr
MOSFET peak forward recovery current Ierm Inverseﬂ%@em}@;\e re}Qver current Irm
MOSFET forward recovery time ter Inverse(dio@evers\e\reWme -
MOSFET forward recovered charge 9(\ I}\(ersxm?/re/&?e r&gvered charge Q,
Reverseg drain current §D\R \wv‘ersgdiodg\forﬁajrd)c\ﬂrent Ie
Peak reyerse drain current ID& \QNse\dede Mrward current Tem
4 Lefter symbols j
General letter syrgbo defined in Clauses 2, 3 and 4, Chapter V of
IEC 6(0747-1 an . . §pécial letter symbols related to inverse diodes are
given in 4.3 of IE 074
4.1 Afditional g
In addition to thex\N mmended general subscripts given in 2.2.1, Chapter V of
IEC 6074 wing sub'scripts are newly introduced in this standard:

ithed open circuit
S termination with a short circuit

R termination with a resistor

X termination with specified gate source voltage
pl  plateau
th  threshold.

NOTE X is defined in 4.1.2 of IEC 60747-7.
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4.2 Liste des symboles littéraux supplémentaires
Nom et désignation Symbole littéral Remarques
4.2.1 Tensions
Tension de claquage, drain-source (pour type B) V(BR)DSX
Tension de claquage, drain-source (pour type C) ViBr)DSS
Tension grille-source, état passant (pour type C) Vs (on)
Tension drain-source, état passant Vbs (on)
Tension inverse drain-source Vor
Tension de plateau grille-source Vsl (
4.2.2 |Courants /\< N (\
Couranft de créte de drain Iom \
Couranft de drain inverse Ipr /\ \ \

Courant de créte de drain inverse

4.2.3

Energie de commutation

Energigq a I'état passant

Energigq a I'état bloqué

4.2.4 |Energie d’avalanche (pour les types/ait\s a th{nc%Y / ( \ . >

Energig d’avalanche répétitive )
—

Résistgnce de grille interne \ (

4.2.6 |Charges de grillelNr Ia\qure@\

Charge|de grille tot/a'f’é\ \ > Qg

Charge| de grille de\s{g&é}b\\ \) Qas(pi

Charge| grille-drain /\\ \/\ Qap
Charge| de grille de%ﬁ \ \/ QGS(th)

4.2.7 Reco(reﬁs&s\d& M SFE}(recouvrements de diode inverse)

Courantt é}é?x{é\de Y@\mre}\ent E(ect Ierm
Temps de\rm‘{u}%e\w te,

Charge| de recouvrement djrect Qs

Energig d’avalanche a impulsion unique non
répétitiye

4.2.5

Résistance

5 Valeurs Iimites et caracteristiques essentielles

5.1 Généralités

Pour les dispositifs multi-grilles, les valeurs limites et les caractéristiques prescrites doivent
étre données pour chaque grille séparément, sauf indication contraire.

5.2 Valeurs limites

Les valeurs limites doivent étre valables dans toute la plage des conditions de fonction-
nement, comme cela est indiqué pour le dispositif individuel, en faisant référence a une
courbe, le cas échéant.
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4.2 List of additional letter symbols

Name and designation Letter symbol Remarks

4.2.1 Voltages

Breakdown voltage, drain-source (for type B) V(BR)sz

Breakdown voltage, drain-source (for type C) V(BR)DSS

Gate-source on-state voltage (for type C) Vs (on)

Drain-source on-state voltage Vbson)

Drain-source reverse voltage Vog

Gate-squrce plateau voltage Vsl (

4.2.2 |Currents /\< N (\
Peak dfain current Iom \

Reversp drain current Ipr /\ \ \
Peak rgverse drain current Ibrm \ \\\ \
4.2.3 | Switching energy \ \ >
Turn-on energy /Eon \

Turn-off energy A\ K ESff/ &

4.2.4 | Avalanche energy (for avalanche tw A >V / ( \ . >

Repetitjve avalanche energy \ \ EA§\ )

Non-repetitive single pulse avalanche energy /X \E@s

4.2.5 |Resistance >

aN
Interna| gate resistance /\ /\\ \i\x )X I |

4.2.6 | Gate charges (se?\Fig}rQ 3)

Total gpte charge [ \ Qg

Plateay gate chargé S } { Qas(pi
AN D

Gate-dfain charge A Qap
Threshpld gate chakﬁ\ > Qgs(th)

4.2.7 MOSFW&&{)VEQ&\Qn\er iode recoveries)

Peak fqrward r\v\coveNre\\t \/ lerm

Forwar i@:ow\a\%\im\ \ ter

Forwargl recmcﬁhar\;{a Q

5 Essential ratings and characteristics

5.1 General

For multiple-gate devices, required gate ratings and characteristics shall be given for each gate
separately, except where otherwise stated.

5.2 Ratings (limiting values)

Ratings shall be valid for the whole range of operating conditions as stated for the particular
device, with reference to a curve where appropriate.


https://iecnorm.com/api/?name=9e340383a53827cd5de95b7a252c0c56

- 26 - 60747-8-4 O CEI:2004

5.2.1 Températures

5211 Températures ambiante, de boitier ou virtuelle de jonction, minimale et
maximale (T, ou T, ou T;)

5.2.1.2 Le cas échéant, températures de stockage minimale et maximale (Tstg)
5.2.2 Dissipation de puissance (P;)

Dissipation totale maximale de puissance, toute exigence particuliére relative a la dissipation
et/ou au montage doit étre établie, le cas échéant, et une courbe de décroissance en fonction
de la température.

5.2.3 Tensions et courants

5.2.3.1 Courant de drain maximal a I'état bloqué (/)

5.2.3.2 Tensions grille-source maximales (+ Vgg)
5.2.3.3 Tension grille-grille maximale (pour dispositi
5.2.34
5.2.3.5
5.2.3.6

Dans ¢

5.2.3.7
5.2.3.8

Dans d

5.24
5.2.4.1

Dans g

5.2.4.2

Dans ¢ g spositif
peut étre, Mis a M&tat passant de fagon non répétitive a travers une tension drain-source
spécifieet avec des conditions de grille spécifiées, peut étre spécifié.

5.2.5 Energie d’avalanche (pour les dispositifs a avalanche)
5.2.5.1 Energie d’avalanche répétitive maximale (EpR)

Dans des conditions spécifiées dans un circuit de commutation inductif non écrété.

5.2.5.2 Energie d’avalanche non répétitive maximale (E,g)

Dans des conditions spécifiées dans un circuit de commutation inductif non écrété.

5.2.6 Données mécaniques

Voir la CEI 60747-1.
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5.2.1 Temperatures

5.2.1.1 Minimum and maximum ambient, case or virtual junction temperatures (T, or T¢

orT,)

5.2.1.2 Where appropriate, minimum and maximum storage temperature (Tstg)

5.2.2 Power dissipation (P)

Maximum total power dissipation, any special requirements for ventilation and/or mounting shall

be stated, where appropriate, a de-rating curve versus temperature.

5.2.3 [Voltages and currents

5.2.3.1 Maximum off-state drain current (/p,)
5.2.3.2 Maximum gate-source voltages (+ Vgg)
5.2.3.3 Maximum gate-gate voltage (for multiple-gate device
5.2.3.4 Maximum rate of rise of off-state voltage (dv/dt
5.2.3.3 Maximum on-state drain current (/p)

5.2.3.§ Maximum peak on-state drain.curren

Under [specified pulse conditions.

5.2.3.7
5.2.3.8
Under

5.2.4 e\appropriate

5.2.4.1

Under

5.2.4.2

Under ifi iteuit conditions. Alternatively the time for which the device
turned epetitively across a specified drain-source voltage and with specifie

conditi

can be
d gate

5.2.5 Avalanche energy (for avalanche devices)

5.2.5.1 Maximum repetitive avalanche energy (EpR)

Under specified conditions in an unclamped inductive switching circuit.

5.2.5.2 Maximum non-repetitive avalanche energy (Epg)

Under specified conditions in an unclamped inductive switching circuit.

5.2.6 Mechanical data
See |[EC 60747-1.
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5.3 Caractéristiques

Les caractéristiques doivent étre données a 25 °C et a une température de fonctionnement
plus élevée spécifiée, sauf indication contraire.

5.3.1

Courant de fuite de grille (/ggs)

Valeur maximale, a une tension grille-source Vgg maximale et avec drain court-circuité a la

source

5.3.2

Courant de fuite de drain (Ipgx) (pour type B)

Valeur

maximale, a des tensions élevées spécifiées drain-source et grille-sourc

5.3.3 Courant de fuite de drain (Ipgg) (pour type C)
Valeur| maximale, a une tension élevée spécifiée drain-source €
circuitge.

5.3.4 | Tension de claquage, drain-source (Vgg)p
Valeur| minimale, au courant de drain maximal a (’ét
spécifige.

5.3.5 Tension de claquage, drain-

Valeur| minimale, au courant de drai

court-gircuitée.

5.3.6 Tension de blocage

Valeurp minimale et

valeur [faible spécifie

5.3.7

Valeur
valeur

5.3.8

Valeur

1€’ valeur élevée spécifiée de tension drain-source e
de drain.

court-

source

source

a une

a une

5.3.9

Résistance drain-source, état passant (rps(on))

Valeur maximale a une tension de grille et une température spécifiées et avec une dissipation
interne négligeable (voir la Figure 28).

5.3.10

Valeur

5.3.11

Tension inverse drain-source (VpR)

maximale au courant inverse éleveé spécifié (Ipg) et a Vgg = 0.

Capacité d'entrée en court-circuit (C;g)

Valeur maximale, a une tension drain-source spécifiée, a une fréquence spécifiée et avec la
tension drain-source court-circuitée en a.c.
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5.3 Characteristics

Characteristics shall be given at 25 °C and at one specified higher operating temperature taken

except where otherwise stated.

5.3.1 Gate leakage current (/ggg)

Maximum value at maximum gate-source voltage Vgg with drain shorted to source.

5.3.2 Drain leakage current (/pgyx) (for type B)

Maximpm-value-at-specified-high-drain-source-voliage-and gate-source-Vvoltage.
g g g )

5.3.3 |Drain leakage current (/pgg) (for type C)

Maximum value at specified high drain-source voltage and gate-source shorteds

5.3.4 |Breakdown voltage, drain to source (V(BR)DSX) (for type B)
Minimy
5.3.5
Minimy
5.3.6

Minimy
drain durrent.

5.3.7 |Gate-source t

alue of

Minimym and n@ a low
value ¢f drain cu

5.3.8

Maximpm value i

5.3.9

Maximpm valuess ocified gate voltage, temperature and with negligible internal disslipation

(see Flgure 28).

5.3.10 Drain-source reverse voltage (VpR)

Maximum value at specified high reverse current (/Ipg) and at Vgg = 0.

5.3.11 Short-circuit input capacitance (C;y)

Maximum value, under specified drain-source voltage, at specified frequency and with the drain

source short-circuited to a.c.
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5.3.12 Capacité de sortie en court-circuit (C,.)

Valeur maximale, a une tension drain-source spécifiée, a une fréquence spécifiée et avec la
tension grille-source court-circuitée en a.c.

5.3.13 Capacité de transfert inverse en court-circuit (C,4)

Valeur maximale, a une tension drain-source spécifiée, a une fréquence spécifiée et avec la
tension grille-source court-circuitée en a.c.

5.3.14 Résistance de grille interne (rg), le cas échéant

Valeur| maximale et/ou type, dans les conditions électriques spécifiées (et a wpe frécl1uence
spécifige.
5.3.15| Temps de commutation (typ), s ty(ofr)> €t )

Valeurp types, dans des conditions spécifiées:

— coyrant de drain;

— tenkion grille-source a I’état passant et bloqué;
— résjstance de charge;

— résjstance dans le circuit grille-so
— température de boitier ou températ

NOTE Pans le cas ou le temps tyo5) N'est qu off), Une

valeur maximale pour le temps ty; seul est s b Vs et
10 % d¢ 'augmentation de /. La a valeur
de t; estl obtenue en utilisant |a fi/dt) de

la décro|ssance de Iy (voir Ig

5.3.16 Energi@
Valeur|maximale, dan

— tenpion drain<so

— col
— tenpsion

- réj‘
- te

5.3.17| “\Energie a I’état bloqué (par impulsion) (E,¢), le cas échéant

Valeur maximale, dans des conditions spécifiées:

courant de créte de drain avant I’état bloqué;
— tension drain-source aprés I’état bloqué;

— tension grille-source;

— résistance dans le circuit grille-source;

— température de boftier ou température ambiante ou température virtuelle de jonction.
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5.3.12 Short-circuit output capacitance (C,)

Maximum value, under specified drain-source voltage, at specified frequency and with gate

source short-circuited to a.c.

5.3.13 Short-circuit reverse transfer capacitance (C,)

Maximum value, under specified drain-source voltage, at specified frequency and with gate

source short-circuited to a.c.

5.3.14 Internal gate resistance (rg), where appropriate

Maximum and/or typical value, under the electrical conditions specifi€d an
frequepcy

5.3.15 SWItChlng times (td(on)’ tl” td(off)! and tf)
Typical values under specified conditions:

— dralin current;
— gate-source voltage for turn-on and off;
— loa[ resistance;

— resjfstance in the gate-source circujt

— case or ambient temperature or virtts

NOTE Where tyof) is only a small fraction of the total turn-sff\l

at_sp

The valge of tyn) is from 10 % of Vgg to 10 % Of risj 0.~ he of t. is from 10 % to 90 % of the rising
value of|t; is using the linear par}of decline_only\to co t of falling Ip (see IEC 60747-1).

5.3.16

Maxim

— dr

Maximum*value under specified conditions:

ecified

lequate.
Ip. The

— drain peak current before turn-off;

— drain-source voltage after turn-off;

— gate-source voltage;

— resistance in the gate-source circuit;

— case or ambient temperature or virtual junction temperature.
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5.3.18 Charges de grille (Qg, Qgp, Qgp(th): Qes(pl)

Valeurs types a courant de drain spécifié (/Ip), tension drain-source (Vpg) et courant de grille
(Igg) (voir la Figure 3).

5.3.19 Temps de recouvrement direct (t;)

Valeur maximale, dans des conditions spécifiées.

5.3.20 Courant de créte de recouvrement direct (/rgy)

Valeur mQV|m9|n’ dans des conditions epnruﬁnne

6 Meéthodes de mesure

6.1 Généralités

Les polarités des sources d’alimentation, indiquées dang e y its| de la
présente norme, sont applicables aux dispositifs de type D€ Circuits
peuvent étre adaptés pour des dispositifs de type ce Bs des
appargils de mesure et des sources d'alimentation.

Les précautions générales données a i 3 D747-1
s'appliuent. En outre, il convient de e ' i ion de
sources d'alimentation continues a faib a tes les
tensiops d'alimentation de polarisatio i ur les
disposijtifs quadripolaires, il convient d i ié.
Lors de la manipulation\de ‘sg i iti ées a
I'Articl¢ 1, Chapitre IX ' semble
du circuit dans les parg ique.

6.2 érificationd

Tableau 2 — @a i nissant les défaillances et critéres de défaillance

éristiqure
istiques dé

racte t, finlssant Critéres de défaillance
les\défaillances

A4
\ lgss lgss > USL
N los Ipg- > USL
Vst (OU Vigsorr) Vigs(th) > USL ou Vg < LSL
rDS(on) rDS(on) > USL

USL: limite spécifiée supérieure

LSL: limite spécifiée inférieure
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5.3.18 Gate charges (QG, QGD’ QGD(th)’ QGS(pI))

Typical values at specified drain current (/p), drain-source voltage (Vpg) and gate current (/5g)

(see Figure 3).

5.3.19 Forward recovery time ()

Maximum value under specified conditions.

5.3.20 Peak forward recovery current (Iggy)

Maxim

m-value under snecified conditions
g

6 Mepsuring methods

6.1 Gegneral

The pqg
N-char
changi

The g€
additio]

the fou

When
IEC 60
inside

ndli

6.2 V

e

Failure criteria

Igss > USL
Ipg+ > USL
V&s(iny (OF Vas(orr) Vgsthy > USL or Vgg(ny <LSL
rDS(on) rDS(on) > USL

USL: upper specified limit

able to
ces by

bply. In
couple
bvices,

IX, of
placed

LSL: lower specified limit
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6.2.1 Tensions et courants

6.2.1.1 Tension drain-source (en courant continu) (Vpg+)

NOTE *=0,R, SouX

6.2.1.1.1 Objet

Vérifier la tension drain-source (en courant continu) Vpg+, dans des conditions spécifiées.

6.2.1.1.2 Schéma de circuit

I R

®

DUT D
VDSR  Vpgs

IEC  1134/04

6.2.1.1.
Vpp et ion du
circuit.
6.2.1.1.
La tenpi u'a ce
que la source
spécifif >t|ques
définis gres du

Table
6.2.1.15 Conditions spécifiées

— Température ambiante, de boitier ou de jonction (T, ou T, ou ij)
— Conditions de polarisation grille-source
— Tension drain-source: tension drain-source assignée.

6.2.1.2 Tension grille-source (courant continu) (Vgg+)

6.2.1.2.1 Objet

Vérifier la tension grille-source (courant continu) pour les deux polarités, dans des conditions
spécifiées.
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6.2.1 Voltages and currents
6.2.1.1 Drain-source voltage (d.c.) (Vpg+)

NOTE *=0,R, SorX

6.2.1.1.1 Purpose

To verify the drain-source voltage (d.c.) Vpg+ under specified conditions.

6.2.1.1.2 Circuit diagram

| Nl

% IEC  1134/04

6.2.1.1.

Vpp ar

6.2.1.1.

The gz {10, spesified conditions. Vpp is increased until the drain-source yoltage
measuféd o reaches the specified drain-source voltage (d.c.) Vpg«. After the
above |tes aflure-defining characteristics of DUT being normal by the criferia of
Table

6.2.1.1.5<8pecified conditions

— Ambient or case or junction temperature (T, or T, or TVJ-)
— Gate-source bias conditions
— Drain-source voltage: rated drain-source voltage.

6.2.1.2 Gate-source (d.c.) voltage (Vgg+)
6.2.1.2.1 Purpose

To verify the gate-source (d.c.) voltage for both polarities, under specified conditions.
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6.2.1.2.2

Schéma de circuit

R1

— 36 —

60747-8-4 O CEI:2004

]

R2

Vbb

VG

6.2.1.2.3

Vbp: Mee1 et Vg2 sont la tensipq d’al
pour upe condition de grille polarisée e

6.2.1.2.

La ten
que la
spécifig
défaill

6.2.1.3

grille-source

/\/
GSR X
IEC| 1135/04

ement

u'a ce
source
hnt les

6.2.1.31

objet

Vérifier la tension grille-drain (courant continu) pour les deux polarités, dans des conditions

spécifiées.
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6.2.1.2.2 Circuit diagram

< <—
sw R
R2 / Vop
a1,
4
Va1 Vea2

_ +

_ °

— Veso V& SR SX

Figure 5 — Circuit diagra

6.2.1.2.3 Circuit description and requixeme

Vop: Vgg1 and Vggo are the d.c. voltage s%y.

conditipn of Vggo.

6.2.1.2.4 Testing procedure

HC  1135/04

applied only for gate reverse |biased

Drain-gource vo [ : ions. Vg is increased until gate-source yoltage
measured on volets s thesspecified gate-source voltage Vgg+. After the[above
test, confirm the fajl Jefi aractefistics of DUT being normal by the criteria of Tpble 2.

6.2.1.2.

— Gate-sourte/voltage: rated gate-source voltage.

6.2.1.3—Gate=drain{d-c-j voltage(Vgp-) (HEC 66747-8)
6.2.1.3.1 Purpose

To verify the gate-drain (d.c.) voltage for both polarities, under specified conditions.


https://iecnorm.com/api/?name=9e340383a53827cd5de95b7a252c0c56

- 38 - 60747-8-4 O CEI:2004

6.2.1.3.2 Schéma de circuit

Vss

1136/04

—o0 € <—
s
R2 /
T /
VGG1 D +
+
6.2.1.3.3

Vss, \/GG—I et VGG2 Sont Ia tenSion G a||
pour upe condition de grille polarisée en_i

6.2.1.3.4
La tenpion source-drain é&st

que |gq tension grille-
spécifiee Vgp+. Apres

deéfaillances du D:T C 3 f, les chitéres du Tableau 2.
6.2.1.3.5 Conditi spécifié

— Température itier6u de jonction (T, ou T, ou ij)

— Copditions de
— Tepsion ghillexdra

6.2.1. drain maximal & I'état bloqué (/pg), le cas échéant

6.2.1.4.1,\ Objet

gtre Vpg atteigne la tension grill
r que les caractéristiques définissant les

ement

u'a ce
B-drain

Vérifier le courant de drain maximal a I'état bloqué, dans des conditions spécifiées.
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6.2.1.3.2 Circuit diagram

Ro / Vss

VGG1

1136/04

biased
conditi

6.2.1.3

Sourcg-drain voltage is st ¢ ifi itions: oltage
meaSL:’L'ed on vol te 5. i e test,
confirm the failu 3 S s v D

6.2.1.3.

6.2.1.] i
6.2.1.

To verify the maximum drain off-state current under specified conditions.
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6.2.1.4.2 Schéma de circuit

Ipsx IpsrR  Ibss
o]

/ VGG

6.2.1.4.3 Description du circuit et exigences

Vbp et| Vgg sont la tension d’alimentation continue. |

6.2.1.4.4 Procédure de mesure

Vpp ept augmentée jusqu'a ce que lexcoura ' " ’état' ploqué Ibs mesy
Aprés |'essai ci-dessus, confirm

%es du MUJP sont normales par les critéres du

Pampéfemeétre A atteigne la valeur maximale spé
les cafactéristiques définissant les défaill
Tablequ 2.

6.2.1.4.5 Conditions_sp#@

_ Tennpératur'
— Conditions de polari

— Tepsion grille

6.2.1.5 )) (CEI 60747-8)
6.2.1.5.4

Vérifier

valeur [maximale assjgnée I, dans des conditions spécifiées.

ré sur
er que
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6.2.1.4.2 Circuit diagram

6.2.1.4.3 Circuit description and requirements

Vpp af

6.2.1.4.4 Measurement procedure

Vpp is
specifi
DUT b

DUT p

Ipsx IpsrR  Ibss
o]

/ VGG

d Vg are the d.c. voltage supply. R4 is a pro

es the
tics of

alue Ip
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6.2.1.5.2 Schéma de circuit

Ip
0
DUT D —
R
|_ 1
Ro G ‘ | €
1 |_ +
N L | K/ //
~ S / VDD
) /
Ve —
Ves

Figure 8 — Circuit de base pour la vérificationndu>éourant de drain

6.2.1.5.3 Description du circuit et exigencg

Vpp ef| Vg sont la tension d’alimentation cen

6.2.1.9.4 Procédure d'essai

La tenpion spécifiée grillg¢so S e a langrille. La température (T, ou T
et la tgnsion grille-sourcesont\réglé ues aux valeurs spécifiées. Le cour
drain |est alimenté a i acifiées. / Aprés l'essai ci-dessus, confirmg
les caractéristiques de > ofaillances du DUT sont normales par les crité

Tablequ 2.

6.2.1.9.

- Te
- Te
_ Co 4
6.2.1.6
6.2.1.4.

est une regsistance de protection

pu Ty;)
ant de
r que
res du

Vérifier le courant de créte de drain, dans des conditions spécifiées.


https://iecnorm.com/api/?name=9e340383a53827cd5de95b7a252c0c56

60747-8-4 O |IEC:2004 - 43 -

6.2.1.5.2 Circuit diagram

Ip
0
DUT D —
- i
Ry G ‘ | €
| | |_ +
L ] £
o«

S VDD
O, 4
Vee

6.2.1.5

Vpp and Vg are the d.c. voltage supp

6.2.1.5.4 Testing procedure

Specified gate-source vottage is—ap .} and
gate-spurce voltage are setand\Kept to t i ecified
conditipns. After the ahoye test, confirn theyfailure-defining characteristics of DUT being pormal
by the

6.2.1.5

— Ambient or cqse\0

6.2.1.6
6.2.1.4.

To verify the peak drain current under specified conditions.
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6.2.1.6.2 Schéma de circuit

R4
]
[ | I
i
pur P [Pws N
— 2
Ry ‘ I /
1 I T G AN lﬁ L VDD
/
i/ Ves s
| Ves
_l__
— IEC\ 1139/04

créte de drai

Figure 9 — Schéma de circuit pour la vérifica \(ran

6.2.1.6.3 Description du circuit €

Vpp est la tension d'alimentation conti
est ung¢ résistance de protection.

lle. R,

6.2.1.6.4 Procédure d'essai
La tengion spécifiée grilte ij) et
la tengion grille-squrce ant de
créte de drain @ ndi cif ue les
caractgristiques 3 res du

-

Lrant-de créte de drain Ipy

6.2.1.7 Courant de drain inverse (IpR)

6.2.1.7.1 Objet

Vérifier le courant de drain inverse, dans des conditions spécifiées.
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6.2.1.6
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.2 Circuit diagram

— 45—

6.2.1.6

Vpp is
6.2.1.6

gate-s
the sp
being

6.2.1.4.

R1
1
[ | S|
ip
pur P [Pws N
— 1
Ry ‘ I
1 I I G AN lﬁ VDD
i/ Ves s
| Ve
1

6.2.1.7

| Reverse drain current (/5g)

1139/04

sistor.

j) and
cted at
bf DUT

6.2.1.7.1 Purpose

To verify the reverse drain current under specified conditions.
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6.2.1.7.2 Schéma de circuit

O

Type B Type C

Figure DSFET
6.2.1.7.3

Vbp €s

6.2.1.7.4

Les bg katempérature (T, ou T, ou T;) est|réglée
et maiptenue a la valeur s ifiee,~dans itions spécifiées. Le courant de Jram inverse
est conduit au DUT, avete MOSFETN\a\é que. Aprés l'essai ci-dessus, confirmer que
les cafactéristiques deéfiniss défailfances du DUT sont normales par les critéres du
Tablegu 2.

6.2.1.7.

- MQ enue a

I’ét

6.2.1.8 Courant™de créte de drain inverse (Ipgry)

6.2.1.817  Objet

Vérifier le courant de créte de drain inverse, dans des conditions spécifiées.
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6.2.1.7.2 Circuit diagram

Z [ N y !
Z DUT <V> Vbp
Type B Type C

6.2.1.7

Vpp is

6.2.1.7.

Gate-s

off-sta
by the

6.2.1.7.

- MQ

- Prag
- Re

6.2.1.8
6.2.1.8

.3 Circuit description and requirements

e. After the above™
criteria of Table

.1, Purpose

Figure 10 — Basic circuit for the testing of revers€ drain\cutrent ofAMOSFET§

ecified
FET in
normal

To verify peak reverse drain current under specified conditions.
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6.2.1.8.2 Schéma de circuit

DUT /]

I
[N

Type B Type C

Figure 11 — Circuit de base pour la vérificati
de drain inverse des MO

6.2.1.8.3 Description du circuit et exigences

Vpp ept une source de tension d'impulsion a
contrdle du cycle de fonctionnement. R

6.2.1.4.4 Procédure d'essai

Les bo
est rédlée et maintenue &Ja vs

au DUT, en mettant a Rétat\pass
dessug, confirmer que

par leg criteres %
6.2.1.8. Conditio

— Coldrant deXcréte de drain inverse Ipgy.

6.2.1.9 Taux d'augmentation de tension a I'état bloqué dv/dt

et un

clou T, )
ondmt
5sai ci-
rmales

jutation

6.2.1.9.1 Objet

Vérifier le taux d'augmentation de la tension a I'état bloqué des MOSFET.
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6.2.1.8.2 Circuit diagram

Type B Type C

— 49—

I
[N

R
1
— L F
+
4
/ Vbb
DUT / JL

6.2.1.8

Vpp i
proteclive resistor.

6.2.1.8.4 Testing procedure

kept tq the specified valug
Vpp W
of DUT

Gate-qource terminals are connected
t

6.2.1.4.

- MQ

6.2.1.9.

.3 Circuit description and requirements

a pulse voltage source with adjustable

nperature (T, or T, or T, ) iS
conducted to DUT by turnmg

ETs

.R is a

et and
on the
bristics

To verify the rate of rise of off-state voltage of MOSFETs.
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6.2.1.9.2 Schéma de circuit et forme d'onde
R
1 ‘ < ),
7L | S
G J— N +
Vee = C1‘|’ 4
I
'/ Vbp
/
VR _
D —o
G
— |->/ x
//VG
+ U=

Figure 12 — Schéma de

urant de recouvrement direct

/
0,51FR |
Q FRM
di \

R N A,
0 7
\\\\\\\}}\R\\\§ at @ t
- \ Oscillation
fo) de drain inverse EC 114304

Figure 13 — Exemple de représentation graphique
(forme d’onde de courant pendant le recouvrement direct du MOSFET)
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6.2.1.9.2 Circuit diagram and waveform
R
1 I@ T2
7| Sl
G c J— S *
Ves| = ! 4
| '/ Vbp
/
VR —
D —o
|_
ﬂzs T L <
—
// DUT x
A Ve S \
+ U= —
Type B Type C E_ ip Q
— C 1142/04

Figure 12 - Ciycu

or eri@n /dt

e drain’current

Ib
Forward recovery current
/
Q o IrRM
AN N\ 2 M
> \ Ringing

IEC  1143/04

Figure 13 — Example of graphical representation

(current waveform during MOSFET forward recovery)
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VA

Tension drain-source

0,9Vpbp

0,1Vbp

Tension inverse drain-source

Figure 14 — Exemple de représentation ¢
(forme d’onde de tension pendant le recouvreme

Vpp est la tension d'alimentation de drain. L
cours fle I'essai. T, est un MOSFETLes\co:
sont ajustées par le générateur d’impulgions
dv/dt. |La Figure 13 présente un exem

courant pendant le recouvrement dire¢t du MO
représentation graphique de la forme\d’o de
MOSFET.

6.2.1.9.4 Procédu

T, estmis a I’étsnt jusq
Ip attgigne la val€yr ié

DUT d
deuxig

6.2.1.9.

— Temnpérature~ambiante, de boitier ou de jonction (T, ou T, ou ij)
— Couyrantde drain inverse Ipg

NN
&\\\\\§\\\\\\\\\\\\\\\\\\§\>\>> t

ant au

istor T,
ifice de
‘onde de

ple de
irect du

ourant mesuré au niveau de la sonde de gourant
est ensuite mis a I'état bloqué jusqu’a ce
dans le sens inverse. T, est mis a I'état passgnt une
ension a travers le DUT est mesurée au niveau d
de sopde d \Si v I'essai ci-dessus, confirmer que les caractéri
définispant | 3 du DUT sont normales par les critéres du Tableau 2.

que le

u point
stiques

— Tension de source Vpp
— Conditions de commande de grille du transistor T,
— Spécifier les conditions de grille a I'état bloqué du DUT.

6.2.2 Zone de fonctionnement en sécurité

6.2.2.1 Zone de fonctionnement en sécurité en polarisation directe (FBSOA)

(CEI 60747-8)
6.2.2.1.1  Objet

Vérifier la zone de fonctionnement en sécurité en polarisation directe, dans des conditions

spécifiées, avec une charge non inductive.
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VA

Drain-source voltage

0,9Vpbp

0,1Vbp

6.2.1.9.3 Circuit description and requirements, a
and voltage waveforms during the test

NN
&\\\\\§\\\\\\\\\\\\\\\\\\§\>\>> t

Drain-source reverse voltage

Figure 14 — Example of graphical repre§entati

irrent

Vpp is|the drain supply voltage. L is thei ducta [ i s i t. T, is
a MOSFET. The gate drive conditions €f the [ &d herator

Vg tolgive the specified value of dv/dt. K
of the gurrent waveform during MOSFE
graphig¢al representation of voltage wavefo

@r'g O
6.2.1.9.4 Testing proced

T, is tyrned on until the

IDR' Then, T2 iS U S
turned|on a sec'
i Afte

probe point Vg.
normal by the critef

6.2.1j.
—  Ambi
- Re
— Sol

— Gatedrive conditions of the transistor T,

ntation
nple of

darrent probe I reaches the specified vialue of
W'Nbecgmes fully conducting in reverse direction. T, is

: veform across the DUT is measured at the yoltage
firm the failure-defining characteristics of DUT being

T,)

- Specn‘y gate turn-oit conditions of the DUT.

6.2.2 Safe operating area

6.2.2.1 Forward-bias safe operating area (FBSOA) (IEC 60747-8)

6.2.2.1.1 Purpose

To verify forward-bias safe operating area under specified conditions with non-inductive load.
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6.2.2.1.2 Schéma de circuit

iD

DUT
VSN
BT
b d
j Source de uRg // o
courant
\s

1 x
— C \ 145/

Figure 15a — Circuit pour la vérificationyde I&\FB

In(ls) ‘
0(A) &'D%\\>
/N

0(v)

N t
X fo(on)

IEC  1146/04

d’onde de la séquence d’impulsions pour la vérification de la FBSOA

onnement en sécurité en polarisation directe (FBSOA)

6.2.2.1.3 Description du circuit et exigences

Vpp = sources de tension ajustables

S = commutateur électromécanique ou électronique pour obtenir la séquence spécifiée
d'impulsion de courant
Is = courant de source par le générateur de courant ajustable.

6.2.2.1.4 Procédure d'essai

Régler la température a une valeur spécifiée. Le commutateur fonctionnant avec une largeur
d'impulsion et un cycle de fonctionnement spécifiés, Vpp et I sont ajustés jusqu'a atteindre
les valeurs spécifiées d'impulsion Vpg et Iy Dans ces conditions de fonctionnement, le DUT
est mis en fonctionnement pour les conditions d’'impulsions spécifiées, comme il convient. La
vérification des valeurs limites de FBSOA est obtenue a partir des mesures aprés essais.
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6.2.2.1.2 Circuit diagram

DUT

N

[T T

vD /

I v
Current Ro // °
source
gl \ S
N\
p— c \ F145/

Figure 15a — Circuit for vefifyi BS

D

In(ls) ‘
0(A) &'D%\\>
/AN \)\/
) h
\/ t
X tp(on)

IEC  1146/04

g 15 — Circuit and pulse sequence for verifying
forward-bias safe operating area (FBSOA)

6.2.2.1.3.Circuit description and requirements

Vpp = adjustable voltage sources

w
1l

electromechanical or electronic switch to obtain the specified sequence of current pulse
Is = source current by the adjustable current generator.

6.2.2.1.4 Testing procedure

Set the temperature to a specified value. With the switch operating in a specified pulse width and
duty cycle, Vpp and Ig are adjusted until reaching the specified pulse values of Vg and I
Under these operating conditions, DUT is operated for the specified pulse conditions, as
appropriate. Verification of the FBSOA rating is obtained from the post-test measurements.
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Aprés l'essai ci-dessus, confirmer que les caractéristiques définissant les défaillances du DUT
sont normales par les critéres du Tableau 2.

6.2.2.1.5 Conditions spécifiées

— Température ambiante, de boitier ou de jonction virtuelle (T, ou T, ou ij)
— Tension drain-source Vpg
— Courant de drain Iy

— Largeur d'impulsion tp(on). cycles de fonctionnement , nombre d'impulsions, comme il
convient

- R, [si différente de 1,0 kQ.

6.2.2.2 Zone de fonctionnement en sécurité en polarisation i A)
(CEI 60747-8)
6.2.2.2.1 Objet
Vérifier la zone de fonctionnement en sécurité en polarisa 5 des conditions

spécifiges, avec une charge inductive.

6.2.2.2.2 Schéma de circuit et formes d'o
L N/ D
U Y
Rg DA
+ +
4 e

Qo

vil // Vbp // VDs(clamp)
VGG _ _

w\/ —l__— IEC  114]/04

Figure 16 — Schéma de circuit pour la vérification de la RBSOA
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After the above test, confirm the failure-defining characteristics of DUT being normal by the
criteria of Table 2.

6.2.2.1.5 Specified conditions

— Ambient or case or virtual junction temperature (T, or T, or TVJ-)

— Drain-source voltage Vpg

— Drain current Iy

— Pulse width tp(on), duty cycles 8, number of pulses, as appropriate

— R2 if other than 1,('\ kO

6.2.2.2 Reverse-bias safe operation area (RBSOA) (IEC 60747-8)
6.2.2.2.1 Purpose

To ver|fy the reverse-bias safe operation area under specified co load.

6.2.2.2.2 Circuit diagram and test waveforms /\

<
&£

D
DUT Y
Rg — %
— . .
4 4
vil Q / Vbbp // VDs(clamp)
VGG x 7/ - -

\ \/— IEC  1141/04

1o

igure 16 — Circuit diagram for verifying RBSOA
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VGs

Off
y

Ibm

0(A),

v

VDS(cIamp)

VDs

Vbp
(V)

Figure 17 — Formes d’ondes d’essai pou

6.2.2.2.3 Description du circuit et exigenc

D = digde d'écrétage
L = charge inductive
Vpp = pources de tension ajustables
VDs(cl3
tb=la

Vae =
Rg = ¢

6.2.2.2.

Le DU

Vpg et

NOTE [Tensiontéte dralp-source Vpgy <V(gr)ps*

ou T, ou ij) est réglée et maintenue a une valeur spécifiée.

La ten‘lpérature (T,

Dans ces conditions de fonctionnement, le DUT est mis en fonctionnement pour la durée
spécifiée de I'essai ou pour le nombre spécifié d'impulsions, comme il convient.

La vérification des valeurs limites de RBSOA est obtenue a partir des mesures aprés essais.
Apres l'essai ci-dessus, confirmer que les caractéristiques définissant les défaillances du DUT
sont normales par les critéres du Tableau 2.

Le dispositif est considéré comme étant défectueux si, a tout moment pendant I'essai, la
tension drain-source s'effondre ou oscille pendant la descente des impulsions de courant.
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VGs

Off
y

Ibm

0(A),

v

VDS(cIamp)

VDs

Vbp
(V)

Figure 17 — Test waveforms fo

6.2.2.2.3 Circuit description and requirement

D = clgmping diode

L = inductive load

Vpp = pdjustable voltage sources
Vbs(cidmp) = adjustable veo voltage

tp = g4dte-source voltage

Vgg =|oate pulse geng
Rg = ds specifié

6.2.2.2.

DUT is

Vps arjd ed. The DUT has to turn off I and withstand Vpg = Vpg(clamp)-

NOTE Prain-sowgce peakvoltage Vpgy <V(gr)ps+-

The temperature (T ’or T, or TVJ-) is set and kept to a specified value.

Under these operating conditions, DUT is operated for the specified duration of the test, or for
the specified number of pulses, as appropriate.

Verification of the RBSOA rating is obtained from the post-test measurements. After the above
test, confirm the failure-defining characteristics of DUT being normal by the criteria of Table 2.

The device is considered defective if, at any instant during the test, the drain-source voltage
collapses or oscillates during the fall of the current pulses.
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6.2.2. Zone de fonctionnement en sécurité en court-circuit (SCSQA)
6.2.2.3.1 Objet

Cet egsai a pour objet de vérifier que le MOSFET fonctig
défaillance, sous charge en conditions de court-circuit.

circuit.|Un essai pour le dernier cas est décrit dans la suite

6.2.2.3.2 Schéma de circuit et formes d'onde

- 60 - 60747-8-4 00 CEI:2004

6.2.2.2.5 Conditions spécifiées

Courant de drain I
Tension inverse de grille -Vgg avant et aprés I'état bloqué
Tension drain-source Vpgciamp)

Nombre d’impulsions, si supérieur a un, et largeur d’'impulsion et cycle de fonctionnement

Inductance L
Température ambiante, de boitier ou de jonction virtuelle T, ou T ou T,
Résistance de grille Rg.

quand |le MOSFET est déja a I’état conducteur ou bien qua

VbD

IEC _ 1149/04

, sans
bduire,
court-

Figure 18 — Circuit pour I'essai de durée d'impulsion de fonctionnement en sécurité,

en charge en court-circuit
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6.2.2.2.5 Specified conditions

— Drain current Iy

— Gate reverse voltage -Vgg before and after turn-off

— Drain-source voltage VDS(C|amp)

— Number of pulses, if greater than one, and pulse width and duty cycle

— Ind
- Am

uctance L
bient or case or virtual junction temperature T, or T; or T,

— Gate resistor Rg.

6.2.2.3
6.2.2.3
This tq

conditi
is turn

6.2.2.3

Short-circuit safe operating area (SCSOA)

.1 Purpose

.2 Circuit diagram and waveforms

VbD

IEC  1149/04

horted
DSFET

ing.

Figure 18 — Circuit for testing safe operating pulse duration at load short circuit
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\ T e
F
Vbp
I Vbs
0 3 3 .
t
r Y
v Vasp —— 50 % Vgs
0 v A\ (\\:\/
J ’ tpsc
IEC  1150/04
Figure 19 — Formes d'ondes de la tension grill , courant de draip /p
et de la tension Vpg pendant la conditig '
6.2.2.3.3
Lg repfésente I'inductance parasite m [ faible
pour agsurer que le courant de court-gircu 2 o de la
durée g’'impulsion de grille
Lg = inductance parasite
Vpp = pources de ten
tosc =|[largeur d
Vgg =|générateur dy
Rg = rgsistance de grilie
6.2.2.3
La temp a la valeur spécifiée. La tension grille-source Vgg et la| durée
d'impulsion ux valeurs spécifiées. La tension drain-source Vg est réglég a une
valeur [spécifice gourants de drain I et Vpg sont surveillés afin de voir si le MOSFET se
met a |'état_passant’et a I'état bloqué correctement. Aprés I'essai ci-dessus, confirmer que
les caractéristiques définissant les défaillances du DUT sont normales par les critéres du
Tableau 2.

6.2.2.3.5 Conditions spécifiées

— Tension drain-source Vpg = Vpp

— Tensions grille-source a I'état passant et bloqué

— Durée d'impulsion de grille tpg¢

— Reésistance de grille Rg

- Val

eur de l'inductance parasite Lg

— Température ambiante, de boitier ou de jonction virtuelle (T, ou T ou TVJ-).
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6.2.2.3.3 Circuit descriptions and require

Lgrep

Figy

—S— VGsp

—— 50 % Vgs
AN

o) J
tpsc

during load short-circ

maximum short-circuit current is reach

Lg = sfray inductance
Vpp = pdjustable voltage
tosc =[gate-sourgewvolta
Vg =|gate puls Qara
Rg = date resistor g

6.2.2.3.

specifi
Vpg are
above
Table

re 19 — Waveforms of gate-source voltage Vgg; drainicurrent

conghi OSC SOA

<

IEC  1150/04

and voltage

Vbs

tpsc.

b set to
Ip and
fter the
eria of

6.2.2.3.5 Specified conditions

Drain-source voltage Vpg = Vpp

On- and off-state gate source voltages
Gate pulse duration tpgc

Gate resistor Rg

Value of stray inductance Lg

Ambient or case or virtual junction temperature (T, or T; or T;).
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6.2.3 Energie d’avalanche
6.2.3.1 Energie d’avalanche répétitive (EpR)
6.2.3.1.1 Objet

Vérifier les possibilités d'énergie d’avalanche répétitive dans un circuit inductif de
commutation non écrété.

6.2.3.1.2 Schéma de circuit et formes d'ondes

E— O G @ =
{ o

DUT O Vos +

G IEC  1151/04

d’avalanche inductive

>
t
R \/
in Iar courant d’avalanche répétitif
O(A f >
i t
Vpg-
Vps+ tension d’avalanche drain-source
VDs
Vbp
0v) >

t

IEC  1152/04

Figure 21 — Formes d'ondes de Iy, Vpg et Vg
pendant la commutation inductive non écrétée
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6.2.3 Avalanche energy
6.2.3.1 Repetitive avalanche energy (EpR)

6.2.3.1.1 Purpose

To verify the repetitive avalanche energy capability in an unclamped inductive switching circuit.

6.2.3.1.2 Circuit diagram and waveforms

SN

¢
<§m

IEC  1151/04

ayalanche switching

\> i Iar repetitive avalanche current
D

Vps+  drain-source avalanche voltage

[
»

t

IEC  1152/04

Figure 21 — Waveforms of I, Vpg and Vgg during unclamped inductive switching
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6.2.3.1.3 Descriptions du circuit et exigences

L = charge inductive
Vpp = sources de tension ajustables
Rg = résistance de grille, comme spécifié.

6.2.3.1.4 Procédure d’essai

La température est réglée a la valeur spécifiée. La tension d'alimentation (Vpp) est réglée a la
valeur spécifiée. Le temps de mise a I'état passant du MOSFET est ajusté de telle sorte que
le coutant d'avalanche spécifié soit atteint. Dans ces conditions de fonctionnement le DUT
est mip en fonctionnement avec le nombre d'impulsions et le taux de frépétition_speécifiés.
L'énergie fournie au DUT peut étre calculée comme suit:

Aprés |'essai ci-dessus, confirmer que les caractéristiques defini i u DUT
sont nprmales par les critéres du Tableau 2. Les parameétres.du i toutes
les limlites spécifiées a la fin de I'essai. La valeur é S 'elture ou
égale p la tension de claquage minimale Vggr)ps- orisés
IAR.

NOTE Jorsque Vpp est réglée a une valeuf suffisam &ri grt a ulée en
utilisant|I'équation approximative de EpR = '

6.2.3.1.5 Conditions spécifiées

— Température ambianté

— Tension drain-sourfe Vph

— Tension grille-sour
— Coprant de I
— Inductance L
— Fréuence f.

6.2.3.2
6.2.3.2.

Vérifief I'é i smmutation d’avalanche non répétitive.

6.2.3.2.2~  Schémadecircuit et formes dondes

Voir la Figure 20.
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6.2.3.1.3 Circuit descriptions and requirements

L= inductive load
Vpp = adjustable voltage sources
Rg = gate resistor as specified.

6.2.3.1.4 Test procedure

Temperature is set to the specified value. The supply voltage (Vpp) is set to the specified value.
The turn-on time of the MOSFET is adjusted in such a way that the specified avalanche current

is reached Under these npnrnfing conditions the DUT is operated with the specified number of

pulses|and repetition rate. The energy delivered to the DUT can be calculdted
Ear = % L Ing? Vps+ ! (Vps+ = Vpp)

After the above test, confirm the failure-defining characteristics of DU
of Table 2. DUT shall be within all specified parameter limi
measured value of Vpg« shall be greater than or equal to
V(Br)pp* With the permitted avalanche currents /pg.

NOTE When Vpp is set to an sufficigntly smaller value
approxiate equation of Eag = %2 L IpnR*.

6.2.3.1.5 Specified conditions

— Ambient or case or junction tempere
— Drain-source voltage

— Gate-source voltage Vg

— Drgin current /I

— Inductance Q

— Freguency f.

bl

6.2.3.2 itching energy (E,g)

6.2.3.2.

To ver ¥ avalanche switching energy

6.2.3.2.2- Circuit diagram and waveforms

follow

L'

criteria
s5t. The
oltage

sing the

See Figure 20.
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A
On
Vas
fp
t
Ias
ip Ias  courant d’avalanche a impulsion unique
0(A) & >
t
Vps*
Vps+ tension ‘avalan raiq-solrce
VDS
Vbb <\
o(v) \
AN

6.2.3.2.3 Descriptions du circuit

L = charge inductive
Vpp = pources de tensio
Rg = rgsistance de grille

6.2.3.2.4 Pr

La température e
valeur [spécifiée.
le coufant d'

est mig
calculge

Figure 22 - For
pour la commut

IEC  1153/04

pecifiée. La tension d'alimentation (Vpp) est réglge a la
‘état passant du MOSFET est ajusté de telle sorte que
atteint. Dans ces conditions de fonctionnement, le DUT
¢ une impulsion unique. L'énergie fournie au DUT peut étre

EAR =%L IAR2 VDS* / (VDS* - VDD)

Apres |'éssai ci-dessus, confirmer que les caractéristiques définissant les défaillances qu DUT

sont normales par les critéeres du Tableau 2. Les parametres du DUT doivent étre dans toutes
les limites spécifiées a la fin de I'essai. La valeur mesurée de Vg« doit étre supérieure ou
égale a la tension de claquage minimale V(gr)ps+ avec les courants d'avalanche autorisés

IAR.

NOTE Lorsque Vpp est réglée a une valeur suffigamment inférieure par rapport a Vpg+ EaR est calculée en
utilisant I'équation approximative de Epg = %2 L InAR“. '
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Ves

v

Ins

ip Ins  single pulse avalanche current

6.2.3.2

The tu
is reag
energy

After th
of Tab

.2.3 Circuit descriptions and re¢

4 Testi%} 6
Tempgrature is settotf

0(A) £ >
t
Vps*
Vps+  drain-source av; che\voltage
VDS
AN

IEC  1153/04

re 22 — Waveforms of I, Vpg and Vg f ive avalanche switc

inductive load

n-on time @ . ted in such a way that the specified avalanche
hed. Undé e S ditions, the DUT is operated with the single puls

Ear = % L Inr? Vps+ ! (Vps: = Vpp)

onfirm the failure-defining characteristics of DUT are normal by the
e 2,\DUT shatl be within all specified parameter limits at the completion of the te

measurédvvalue of Vpg« shall be greater than or equal to the minimum breakdown

hing

value.
current
e. The

criteria
st. The

oltage

V(8r)ps* With the permitted avalanche currents /5.

NOTE When Vpp is set to an sufficiently smaller value compared with Vg« EpR is calculated by using the
approximate equation of Eag =% L IpAR*. '
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6.2.3.2.5 Conditions spécifiées

— Température ambiante, de boitier ou de jonction (T, ou T, ou ij)
— Tension drain-source Vpp

— Tension grille-source Vgg

— Courant de drain I

— Inductance L

— Impulsion unique.

6.3 Methodes de mesure

6.3.1 Tension de claquage, drain-source (V(gg)ps+)

6.3.1.1  Objet

6.3.1.2 Schéma de circuit

- IEC  1154/04

Fig ircuit de mesure de la tension de claquage drain-soufce
6.3.1.3
Vbp et tension d’alimentation continue. R4 est une résistance de protection du
circuit.

6.3.1.4~ Procédure de mesure

La tension grille-source est réglée aux conditions spécifiées. Vo est augmentée jusqu'a ce
que le courant de drain a I'état bloqué mesuré par 'ampéremétre A atteigne la valeur Ipg
spécifiée. La tension de claquage est mesurée sur le voltmetre Vpg.

6.3.1.5 Conditions spécifiées

— Température ambiante, de boitier ou de jonction (T, ou T, ou ij)
— Conditions de polarisation grille-source

— Courant de drain maximal a I'état bloqué Ipg+ pax-
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6.2.3.2.5 Specified conditions

— Ambient or case or junction temperature (7, or T; or T;)
— Drain-source voltage Vpp

— Gate-source voltage Vg

— Drain current Iy

— Inductance L

— Single pulse.

6.3 Mpethods of measurement

6.3.1 |Breakdown voltage, drain to source (V(ggr)ps+)

6.3.1.1 Purpose

To megsure the drain to source breakdown voltage under speci

6.3.1.2 Circuit diagram

IEC

1154/04

oltage

6.3.1.4 “Measurement procedure

The gate-source is set to specified conditions. Vp is increased until the drain off-state current
measured by ammeter A reaches the specified value /5. The breakdown voltage is measured
on the voltmeter Vpg.

6.3.1.5 Specified conditions

— Ambient or case or junction temperature (T, or T, or ij)
— Gate-source bias conditions
— Maximum drain off-state current IDS*, max-
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6.3.2 Tension grille-source a I’état bloqué (VGS(off)) (type B), Tension de seuil grille-
source (VGs(th)) (type C)

6.3.2.1  Objet

Mesurer la tension grille-source a I’état bloqué, dans des conditions spécifiées.

6.3.2.2 Schéma de circuit

IEC  1155/04

Figure 24 — Schéma de circuit pou loqué

6.3.2.3
Vop © ion du
circuit.
6.3.2.4
La tensi e a la
valeur|c ee par
Vgs © e seuil

6.3.2.1 Conditions spécifiées

— Température ambiante, de boitier ou de jonction (T, ou T, ou Tj)
— Tension drain-source Vpg
— Courant de drain /.
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6.3.2 Gate-source off-state voltage (VGS(Off)) (type B),
Gate-source threshold voltage (VGs(th)) (type C)

6.3.2.1 Purpose

To measure the gate-source off-state voltage, under specified conditions.

6.3.2.2 Circuit diagram

In
— R
D
DUT
|_>
| &
Type B Type C G ‘ {
NP @) ’
S

%

IEC  1155/04

(5

ate-source off-state voltage

Figure 24 — Circuit diagram foryme €
and/gate<saurc reshpld voltage

6.3.2.3 Circuit descr

Vpp and Vgg ar@

6.3.2.4

iS a circuit protection resistor.

Measuréme

The specified ARG is applied. The gate-source voltage is adjusted to the Value at
which |th :|] the specified value. The voltage measured by Vgg|is the
gate-so¢g tatelvoltage (type B), respectively the gate-source threshold voltage (typge C).

- Arqbient or case or junction temperature (T, or T, or Tj)

— Drain-source voltage Vpg
— Drain current Ip.
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6.3.3 Courant de fuite de drain (courant continu) (/pg+)
NOTE  *=R,SouX
6.3.3.1 Objet

Mesurer le courant de fuite de drain (ou & I'état bloqué) (courant continu) /pg+, dans des
conditions spécifiées.

6.3.3.2 Schéma de circuit

Ipsx Ibsr /Dss
1 N
Ves <\/> \ _
b /(\

IEC  1156/04

Figure 25 — Schéma ireui esure’du courant de fuite de drain

6.3.3.3
Vps et ion du
circuit.
6.3.3.4
La tensi bp est
augme gne la
valeur ‘ampére-

metre.

6.3.3.5 Conditions spécifiées

— Température ambiante, de boitier ou de jonction (T, ou T, ou ij).
— Conditions de polarisation grille-source:
Sy : la tension grille-source est appliquée;
Sg : la résistance est connectée entre grille et source (valeur R,);
Sg : la tension grille-source est court-circuitée.
— Tension drain-source: la valeur n’est pas supérieure a la tension de claquage.
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6.3.3 Drain leakage current (d.c.) (Ipg+)
NOTE *=R,SorX

6.3.3.1 Purpose

To measure the drain leakage (or off-state) current (d.c.) Ipg« under specified conditions.

6.3.3.2 Circuit diagram

IEC  1156/04

Fi ircuit dia e ff-state) current measurement
6.3.3.3
Vps ar
6.3.3.4
The g4 source
voltagg meas -state)

curren

- Arrlbient or case™or junction temperature (7, or T or T;).
- Ga
Sy : gate-source voltage is applied,;

e>source hias conditions:

SR : the resistance is connected between gate and source (R, value);
Sg : gate-source is shorted.
— Drain-source voltage: the value is not greater than the breakdown voltage.
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6.3.4  Courant de fuite de grille (/gg+)
6.3.4.1 Objet

Mesurer le courant de fuite de grille, dans des conditions spécifiées.

6.3.4.2 Schéma de circuit

A

o < <

Ry <\(\ X
W y “Jr
V y Vbp
§> |
Vaet Vee2 \ -
A
lasr lesx
IEC| 1157/04
u courant de fuite de grille
6.3.4.3
Il cony ' e irsui it place a l'intérieur d'un blindage électrostatique
6.3.4.4
Regler i ai conditions de polarisation spécifiees. Augmentgr Vgg
jusqu’a ce qde la~tensian)grille-source mesurée sur le voltmetre Vg atteigne la tensior) grille-
source 3cifi c ant de fuite de grille est mesuré sur 'amperemetre A.
6.3.4.5
— Tempgtature ambiante, de boitier ou de jonction (T, ou T ou T;).
— Copditions de polarisation drain-source; voir 6.3.3. La condition “A” n’est appliqu¢e que

pour la tension Vg polarisée en inverse.
— Tension grille-source.
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6.3.4 Gate leakage current (/gg+)

6.3.4.1 Purpose

To measure the gate leakage current under specified conditions.

6.3.4.2 Circuit diagram

SW

Vbp

AN

Vas Vee2

IEC  1157/04

Figure 26 — &i

6.3.4.3 Circuit descr,

The ertire circu@

Set thT
measu
curren

oltage

— Ampbient or case or junction temperature (T, or T, or T,;).

— Drain-source bias conditions; see 6.3.3. Condition “A” is applied just for reverse biased
Veee:
— Gate-source voltage.
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6.3.5 Résistance drain-source (statique) a I’état passant (rps(on)) ou tension drain-

source a I’état passant (Vps(on))

6.3.51  Objet

Mesurer la résistance drain-source a I'état passant ou la tension drain-source a I'état passant,

dans des conditions de dissipation négligeable spécifiées.

6.3.5.2 Schéma de circuit

R4

i

OLkD

<

DUT VDS Q
Ry ‘Iéj
G
— ] -
4 Ves
G Ve

6.3.5.3 Descriptio
Vg ept un géur
alimer]er le courant draj
6.3.5.

ne résistance de protection.

IEC  1158/04

Figure 27 — Circuit de esure ppur la résistance a I’état passant

. Vpp est une source de tension variabl

e pour

VDS(on) Vbs

Figure 28 — Résistance a I’état passant

IEC

1159/04
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6.3.5

6.3.5.1

79—

(Static) drain-source on-state resistance (rps(on)) or drain-source on-state voltage

(Vbs(on))

Purpose

To measure drain-source on-state resistance or drain-source on-state voltage under specified
negligible dissipation conditions.

6.3.5.2 Circuit diagram

6.3.5.3
Vgg I8

current.

6.3.5.4

i

Measurem

D1

IEC  1158/04

source

VDS(on) Vbs

Figure 28 — On-state resistance

IEC

1159/04
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Insérer le dispositif dans le support de mesure et ajuster la température a la valeur spécifiée.
Reégler Vg a la valeur spécifiée. Appliquer une impulsion de courant de drain I dans la
plage de la partie linéaire de la courbe de courant — tension de drain a I’état passant (voir la
Figure 28). Mesurer les valeurs de Ipq et Vpg(on). Calculer rpgon) @ partir de la formule

"ps(on) = Vbs(ony//p1-

6.3.5.5 Conditions spécifiées

— Température ambiante, de boitier ou de jonction (T, ou T, ou ij)

— Tension drain-source ou courant de drain

- TelLsion grille-source.

6.3.6 | Tension de créte drain-source, état passant (Vpgy(on))

6.3.6.1  Objet

Mesurgr la tension de créte drain-source a I’état passant,

n

°
M-
o
=
®
o)
n

6.3.6.2 Schéma de circuit

Voir la|Figure 27.

6.3.6.3 Description du circuit et exig

VGG ep
alimen

e pour

6.3.6.4

Insérer le dispositif
Appliguer I'imp
alimen
passar

6.3.6.9

- Te
- Te

— Durée, cycle de fonctionnement

— Couyrant de créte de drain Ipy,.

6.3.7  Temps de commutation (tyop), & ty(off)> ©t &)
6.3.7.1 Objet

Mesurer le temps de commutation a I'état passant et bloqué, dans des conditions spécifiées.

6.3.7.2 Généralités

Dans le montage pratique, il convient de minimiser l'inductance parasite. Sauf indication
contraire, la configuration en source commune est utilisée.
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Insert the device into the measurement socket and adjust the temperature to the specified value.
Set the Vgg to the specified value. Apply a drain current I pulse in the range of the linear part
of the on-state drain current — voltage curve (see Figure 28). Measure the values of Iy, and
Vbs(on)- Calculate rpgqn) from the formula

"ps(on) = Vbs(ony//p1-

6.3.5.5 Specified conditions

— Ambient or case or junction temperature (T, or T, or TVJ-)
— Drain-source voltage or drain current

— Gaje-source voltage.

6.3.6 |Peak drain-source on-state voltage (Vpgy(on))

6.3.6.1 Purpose

To measure the peak drain-source on-state voltage under

6.3.6.2 Circuit diagram

See Figure 27.

6.3.6.3

Vgg I8 source

curren}. Ry is a protectiv

6.3.6.1 Testing procedv
Insert

he devic
Apply the specified

specifip
VDS by

value.
ply the
oint of

6.3.6.5

— Du
— Peak:drain current Iy,

ation time, duty cycle

6.3.7 SWItChlng times (td(on)7 tr, td(off)’ and tf)
6.3.7.1 Purpose

To measure the switching time during turn-on and turn-off under specified conditions.

6.3.7.2 General

In the practical layout, parasitic stray inductance should be minimized. Unless otherwise
specified, the common-source configuration is used.
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6.3.7.3 Schéma de circuit et formes d'ondes

R4
 —
[ | S|
| ip
DUT D +—oypg .
R —
2
1 G ‘ lﬁ V
— DD
— | N /
\Z
= &5 3 =
By | vee §
1
— IEC \1160/0
Figure 29 — Schéma de circuit pour le e cqom tion
A VGSS \
)
i
1
Vi 1
|
10 % —~ \:\ .
t
t
IEC  1161/04
es schématiques des ondes et temps de commutation

6.3.7. Description du circuit et exigences

Vg est un générateur dimpulsions rectangulaires ayant une resistance interne qui est petite
comparée a la resistance de grille R,. Il convient que le temps de montée des impulsions a la
sortie du générateur soit inférieur a 0,1xR,xCi., oU Cigs est la capacité d'entrée du MOSFET
en essai. R, est une résistance de charge.

6.3.7.5 Procédure de mesure

L'amplitude de I'impulsion de tension de grille Vg et la tension d'alimentation drain-source
Vpp sont réglées aux valeurs spécifiées. Les formes d’ondes de la tension drain-source Vpg
et de la tension grille-source Vg sont contrélées et les temps de mise a I'état passant et a
I’état bloqué sont mesurés conformément a la Figure 30 en se basant sur les définitions de la
CEI 60747-1.
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6.3.7.3 Circuit diagram and waveforms

R1
|
[ | S|
b
DUT D o .
R: —
2
o (|19
/]
A l‘/w
5 =
1| Ves
1
= \ IEC \1160/0)

Figure 29 — Circuit diagram for

A VGSS M\
4

10 % N \ >

IEC  1161/04

0 — Schematic switching waveforms and times

6.3.7.4 Circuit des¢ription and requirements

Vg is @ generator for rectangular pulses having an internal resistance that 1s small compared to
the gate resistance R,. The rise time of the pulses at the generator output should be smaller
than 0,1xR,xC; where Cis is the input capacitance of the MOSFET under test. R, is a load
resistor.

6.3.7.5 Measurement procedure

The gate voltage pulse amplitude Vg5 and the drain-source supply voltage Vpp are set to the
specified values. The waveforms of the drain-source voltage Vpg and the gate-source voltage
Vs are monitored and the turn-on and the turn-off times are measured in accordance with
Figure 30 based on the definitions of IEC 60747-1.
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6.3.7.6 Conditions spécifiées

— Température ambiante, de boitier ou de jonction virtuelle (T, ou T; ou ij)

— Tension drain-source Vpg

— Forme d’impulsion de la tension grille-source Vgg aprés I'état passant et I'état bloqué

— Largeur d'impulsion de grille, temps de montée et de descente d’impulsion, durée

- Ré

sistance Ry, Rs.

6.3.8 Dissipation de puissance a I'état passant (P,,), énergie a I'état passant (par
—impulsion) (E )
6.3.8.1 Objet
Mesurér la dissipation de puissance et/ou I'énergie par impulsion ssant DUT,
dans des conditions spécifiées, sur charge inductive.
6.3.8.2 Généralités
Dans Ie montage pratique, il convient de minimiser I'in
6.3.8.3 Schéma de circuit
S
L
+
N ”
Q E_' / Vbb
/
vps -
G
S l< | put
N4 5 s
VGe vGs
~ IEC  1162/04

Figure 31 — Circuit pour la détermination de la dissipation de puissance
et/ou de I’énergie a I’état passant et a I’état bloqué

6.3.8.4 Description du circuit et exigences

Vg est un générateur d'impulsions rectangulaires ayant une résistance interne qui est petite

compa
sortie

rée a la résistance de grille Rg. Il convient que le temps de montée des impulsions a la
du générateur soit inférieur a 0,1x Rg x Ciis, oU Cis est la capacité d'entrée du

MOSFET en essai. Dy est une diode de roue libre spécifiée et L est une inductance de
charge.
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6.3.7.6 Specified conditions

— Ambient or case or virtual junction temperature (T, or T or T,;)

— Drain-source voltage Vpg

— Pulse shape of gate-source voltage Vg after turn-on and turn-off
— Gate pulse width, pulse rise and pulse fall times, duration

— Resistor Ry, R,

6.3.8 Turn-on power dissipation (P,,), turn-on energy (per pulse) (E,,)

6.3.8.11 Purpose

To megsure the turn-on power dissipation and/or the turn-on energy pg
specified conditions at inductive load.

6.3.8.24 General

In the practical layout, parasitic stray inductance should be

6.3.8.3 Circuit diagram

under

IEC

1162/04

Figure 31 — Circuit for determining the turn-on and turn-off power dissipation

and/or energy

6.3.8.4 Circuit description and requirements

Vg is a generator for rectangular pulses having an internal resistance that is small compared to
the gate resistance Rg. The rise time of the pulses at the generator output should be smaller

than 0,1x Rg x Cigs Where C;

ISS
specified free-wheeling diode and L is a load inductance.

iss 1S the input capacitance of the MOSFET under test. D, is a
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6.3.8.5 Procédure de mesure

L'amplitude de I'impulsion de tension de grille V5 et la tension d'alimentation drain-source
Vpp sont réglées aux valeurs spécifiées. Les formes d’ondes du courant de drain I et de la
tension drain-source Vpg sont contrélées. L'énergie a I'état passant par impulsion est alors
I'intégrale temporelle du produit des deux grandeurs. La dissipation de puissance a I'état
passant a n'importe quelle fréquence de répétition est le produit de cette fréquence et de
I'énergie a I'état passant par impulsion, comme elle a été déterminée par l'intégration
(voir 3.3.14).

6.3.8.6 Conditions spécifiées

- Te:l:wpérature ambiante, de boitier ou de jonction virtuelle (T, ou T, ou
Tension drain-source avant I'état passant Vpg

— Courrant de drain I aprés I'état passant
— Résistance Rg

— Cafactéristiques de la diode de roue libre Dy (numéro de lels $i ibre).

6.3.9 Dissipation de puissance a I'état bloqué (P,{), éne
(par impulsion) (E )
6.3.9.1 Objet

Mesur
dans d

DUT,

6.3.9.2

Dans lg

6.3.9.3

Voir la

6.3.9.4

Veg € petite
comparée Ia i ns a la
sortie 5 rée du
MOSFE hce de
charge.

6.3.9.5 Procédure de mesure

L'amplitude de tension de grille Vg5 et la tension d'alimentation drain-source Vpp sont
réglées aux valeurs spécifiées. Les formes d’ondes du courant de drain Iy et de la tension
drain-source Vpg sont contrélées, comme représenté a la Figure 2. L’énergie a I'état bloqué
par impulsion est alors I'intégrale temporelle du produit des deux grandeurs. La dissipation de
puissance a I'état bloqué a n'importe quelle fréquence de répétition est le produit de cette
fréquence et de I'énergie a I'état bloqué par impulsion, comme elle a été déterminée par
I'intégration (voir 3.3.15).

6.3.9.6 Conditions spécifiées

— Température ambiante, de boftier ou de jonction virtuelle (T, ou T; ou ij)
— Courant de créte de drain Iy avant I'état bloqué
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6.3.8.5 Measurement procedure

The gate voltage pulse amplitude Vg5 and the drain-source supply voltage Vpp are set to the
specified values. The waveforms of the drain current I and the drain-source voltage Vg are
monitored. The turn-on energy per pulse is then the integral of the product of the two magnitudes
over the time. The turn-on power dissipation at any repetition frequency is the product of this
frequency and the turn-on energy per pulse as determined by the integration (see 3.3.14).

6.3.8.6 Specified conditions

Ambient or case or virtual junction temperature (T, or T, or TVJ-)

Drgin-source vottage before turm-on Vg

Drgin current I after turn-on

Resistance Rg

Gafe-source voltage pulse shape: amplitude, rise time, duratian
Characteristics of free wheeling diode D (type number of frg

6.3.9 | Turn-off power dissipation (P), turn-off ener

6.3.9.1 Purpose

To measure the turn-off power dissipatjon
specified conditions at inductive load.

6.3.9.2 General

In the practical layout, par

6.3.9.3 Circuit diagra

See Figure 31. Q

6.3.9.4

Circuit dé

per pulse of the DUT under

Vggisja gen [ ar pulses having an internal resistance that is small comppred to
the gate resistance Rc: g time of the pulses at the generator output should be $smaller

than 0
specifip

6.3.9.9 Measure

aling digde and L is a load inductance.

ent procedure

iss I8 the input capacitance of the MOSFET under test. D, is a

The gatewoltage amplitude Vg and the drain-source supply voltage Vg are set to the sgecified
values. The waveforms of drain current /5 and drain-source voltage Vg are monitored as shown
in Figure 2. The turn-off energy per pulse is then the integral of the product of the two
magnitudes over the time. The turn-off power dissipation at any repetition frequency is the
product of this frequency and the turn-off energy per pulse as determined by the integration (see
3.3.15).

6.3.9.6 Specified conditions

Ambient or case or virtual junction temperature (T, or T, or TVJ-)
Drain peak current Iy before turn-off
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— Tension drain-source Vg aprés I'état bloqué

— Inductance de charge L

— Résistance Rg dans le circuit grille-source

— Impulsion de tension de grille: amplitude, temps de montée, durée.

6.3.10 Charges de grille (Qg, Qgp, Ggs(th) QGs(p)

6.3.10.1

Objet

Mesurer les charges de grille du DUT, dans des conditions spécifiées.

6.3.10{2

6.3.10

lgg €s
largeu

6.3.10

Le co
qu’un

commytateur.S,

Schéma de circuit

g o N
o o N
DUT N )
— %
Vbp
S _
vGs
S1
Source de
courant @
)|
- IEC  1163/04

mesure des charges de grille

est fermé. La charge de grille totale, la charge grille-source et la

grille-drain , peuvent ensuite étre calculées en utilisant les expressions définies dg
Parag nphnc 33161333164

lors

e de la

vert a t, et la grille est alimentée par un courant constant jusqu’a ce

que le
charge
ns les

6.3.10.5

Conditions spécifiées

— Température ambiante, de boitier ou de jonction virtuelle (T, ou T; ou ij)

— Courant de drain I

— Tension drain-source Vpg

— Courant de grille /5.
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— Drain-source voltage Vg after turn-off

— Load inductance L

— Resistor Rg in the gate-source circuit

— Gate voltage pulse: amplitude, rise time, duration.

6.3.10 Gate charges (QG’ QGD’ GGS(th)’ QGS(pI))
6.3.10.1 Purpose

To measure gate charges of the DUT under specified conditions.

6.3.10{2 Circuit diagram

E' |
e

1
= IEC  1163/04

the measurement gate charges

Fig:e i
6.3.10{3 Circuit de i d'requirements

lgg is 8 a switch to control the time of gate current pulsg
(see F

6.3.10

Switch t fpdnd the gate is fed with a constant current until a specified gate-
voltage reaches s
gate-spurce.charge &nhd gate-drain charge can be calculated by using the expressions def

e width

source
harge,
inedin

Subclquse”3.3.16.1 to 3.3.16.4.

6.3.10.5 Specified conditions

— Ambient or case or virtual junction temperature (T, or T, or TVJ-)
— Drain current /I

— Drain-source voltage Vpg

— Gate current /gg.
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6.3.11 Capacité d'entrée, en court-circuit, source commune (C;;;) (CEI 60747-8)

6.3.11.1 Objet

Mesurer la capacité d’entrée du MOSFET, dans des conditions spécifiées.

6.3.11.2 Schéma de circuit

L

G
Pont de capacités
0o

=)
A
<

| s 4

Rg

Co —

VGs <
{ele)
+
Q _T_ IEC  1164/04
Kigure 33 — Cirguit de k 4 MTe a capacité d'entrée en court-circuit

Il conyient que@ pfésentent des courts-circuits a la fréquence de
mesure, en satistag \ ; g suivantes. L'impédance de L, et Rg ddgit étre
suffisamment gr a : ¢ mesure afin de ne pas affecter la valeur de mesgure:

1/l 1<<yjs0 et wCy<<OyjsO

1/(d_2<<D y03[| et O.C2<<Dy03[|.

6.3.11{3 /,'"Procédure de mesure

Les réglages du zéro du pont de capacités sont faits sans dispositif dans le support de
mesure. Le DUT est ensuite inséré dans le support de mesure, Vpg et Vgg sont ajustées aux
valeurs spécifiées. Le pont est rééquilibré; la différence des lectures de capacité entre ce
réglage et celui sans dispositif dans le support de mesure représente la valeur de Ciq,.

6.3.11.4 Conditions spécifiées

— Tension drain-source Vpg

Tension grille-source Vgg

— Fréquence de mesure f

— Température ambiante ou de boitier (T, ou T,).
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6.3.11

Common source short-circuit input capacitance (C;s¢) (IEC 60747-8)

6.3.11.1 Purpose

To measure the input capacitance of MOSFET, under specified conditions.

6.3.11.2 Circuit diagram

L
Y YY)
DUT
c —
I Q <
o =
Capacitance bridge I \—/ s\/
) b
+
S 4
/ Vbp
/
IEC  1164/04
Figure 33 — Basic¢ ci : ; 2 nt of short-circuit input capacitantce

Capacltances C; hort circuits at the measurement frequency, satisfying
the foll,owing condi . wpedance of L; and Rg shall be sufficiently large |at the
measurement fre

1/alq << Oyjsdand wCy << OyjgO

1/&L2 << Dy05|:| and a)C2 <<[|y03[|
6.3.11{3 /Measurement procedure

With no device in the measurement socket, zero adjustments of the capacitance bridge are
made. DUT is then inserted into the measurement socket, Vpg and Vg are adjusted to the
specified values. The bridge is re-balanced; the difference of the capacitance readings of this
adjustment and that with no device in the measurement socket yields the value of Cig.

6.3.11.

4 Specified conditions

— Drain-source voltage Vpg

— Gate-source voltage Vg

— Frequency of measurement f

— Ambient or case temperature (T, or T).
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Capacité de sortie, en court-circuit, source commune (C,.) (CEI 60747-8)

6.3.12.1 Objet

Mesurer la capacité de sortie en court-circuit, dans des conditions spécifiées.

6.3.12.2 Schéma de circuit

Figu
6.3.12

Un po
Il conv

que 0Oj
qu'il sq

6.3.12

Les ré
mesure¢. Le dispasitif
Ip) sont ajustés aux
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mesurer est alors inséré dans le support de mesure; Vpg et Y
aleurs spécifiées. Le pont est rééquilibré; la différence des lectd
é.entre ce réglage et celui sans dispositif dans le support de mesure représ
de’T

0ss-*

.5 Conditions spécifiées

— Tension drain-source Vpg

— Tension grille-source Vgg

— Fréquence de mesure f

— Température ambiante ou de boitier (T, ou T,).

— IEC  116%,
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6.3.12

Common source short-circuit output capacitance (C,.) (IEC 60747-8)

6.3.12.1 Purpose

To measure the short-circuit output capacitance, under specified conditions.

6.3.12.2 Circuit diagram

Co
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anece’readings of this adjustment and that with no device in the measurement

yields
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5 Specified conditions

— Drain-source voltage Vpg

— Gate-source voltage Vg

— Frequency of measurement f

— Ambient or case temperature (T, or T).
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6.3.13.
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Capacité de transfert inverse, en court-circuit, source commune (Cygsg)
(CEI 60747-8)

1  Objet

Mesurer la capacité de transfert inverse, dans des conditions spécifiées.

6.3.13.2 Schéma de circuit
Lo
(Y Y
| |
° | |
G — C4 +
R L1
s s uhipad b t
_ |_ b
- S N
4 jp— /
Vee / G) VGs ¥ - Pght de hs\\ B
i || O N
C
- 2 (\VIIX S
IEC | 1166/04
Figure 35 - Ci

6.3.13]3 Descriptio
Il conyient que “ i oup plus grande que Oyjs0 et que w €, soit
beaucoup plus grand K ~Résistance R,: il convient que la valeur de cette résistance
ne soif pas trop élevée. eyp étrepréférable de la shunter par une inductance appfopriée
Ly, L. ~ tre suffisamment grande a la fréquence de mesyre afin
de ne
6.3.13/4
Les ré pont de capacités sont faits sans dispositif dans le support de
mesure. Le. dispositif & mesurer est alors inséré dans le support de mesure; Vpg et {gg (ou
Ip) sont ajustés aux’valeurs spécifiees. Le pont est rééquilibré; la différence des lectyres de
capaciténentre ce réglage et celui sans dispositif dans le support de mesure représente la

valeur

6.3.13.

de C

rss-

5 Conditions spécifiées

— Tension drain-source Vpg

— Tension grille-source Vgg

— Fréquence de mesure f

— Température ambiante ou de boitier (T, ou T,).
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6.3.13 Common source short-circuit reverse transfer capacitance (Crss)
(IEC 60747-8)
6.3.13.1 Purpose

To measure reverse transfer capacitance, under specified conditions.

6.3.13.2 Circuit diagram

Ly
Y Y Y
| |
° | |
R L1 ° - ! - i’
1 < DUT
SEEEARAS a / [/

v 1
VGG / C/) VGs - CapaCitancge bridge ™\
U iec | 1166/04

Figure 35 — Circuit s rse transfer capacitance Crgg

6.3.13|3 Circuit des

Capacltance aC ou f : fyisd and w C, much larger thanOygs. Resistor
Ry: the value o S by an
adequ% at the
measu

6.3.13

With n idge are
made. hd Vs
(or Ip)|i of the
capacitance readings/of this adjustment and that with no dewce in the measurement [socket

yields thevalue of C ..

6.3.13.5 Specified conditions

— Drain-source voltage Vpg

— Gate-source voltage Vg

— Frequency of measurement f

— Ambient or case temperature (T, or T).
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6.3.14 Résistance de grille interne (rg)

6.3.14.1

Objet

60747-8-4 00 CEI:2004

Mesurer la résistance de grille interne du DUT, dans des conditions spécifiées.

6.3.14.2 Schéma de circuit
Ly
Y Y
Appareilde © Q\/
mesure
LCR
—@ %
7\ / Vo
(/ /
_T_ IEC  1167/04
F ésistance de grille interne, en court-circyit
6.3.14
Un ap lisé, permettant de ce fait d'appliquer une mgthode
annula it beaucoup plus grande que C, et que w C4 soit beaucoup
plus gf nt que les impédances de L4, L, soient suffisamment élevées,
de sor és compenser par les réglages du pont.
1/alq << OyjgOet wCy << OyjsO
1/Cd_2 << Dy03[| et O.)CZ << Dyosm.

6.3.14.4

Procédure de mes

ure

La tension drain-source (Vpg) et la tension grille-source (Vgg) du DUT sont réglées aux
valeurs spécifiées et ensuite la résistance de grille interne rg est mesurée par l'appareil de
mesure LCR, réglé en mode de connexion série, avec la capacité (C) et la résistance (Ry).

6.3.14.5

Conditions spécifi

— Tension drain-source Vpg

— Tension grille-source Vg

— Fréquence de mesure f

ées

— Température ambiante ou de boitier (T, ou T.).
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6.3.14 Internal gate resistance (rg)

6.3.14.1 Purpose

To measure the internal gate resistance of the DUT, under specified conditions.

6.3.14.2 Circuit diagram

Ly
Y Y Y
: N
LCR meter \/
o
QR
7\ / Vo
(/ /
e IEC  1]67/04
Figure 36 — \gdirc ¢ 3 ent of short-circuit internal gate resistange
6.3.14)3 Circuit

An LCH
than C
so that

possible to apply a null method. C, should be much larger
n OyjsO. The impedance of L, L, should be sufficiently high
ate it by the bridge adjustments.

1/al1 << Oyjsdand wCq << OyjsO
1/alp << Oypgsand wCy << Oygs.

6.3.14/4Measuring procedure

Drain-source voltage (Vpg) and gate-source voltage (Vgg) of DUT are set to specified values
and then internal gate resistance rg is measured by the LCR meter adjusted to a series mode
connection of capacitance (C) and resistance (R,).

6.3.14.5 Specified conditions

— Drain-source voltage Vpg

— Gate-source voltage Vg

— Frequency of measurement f

— Ambient or case temperature (T, or T).
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